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要約 【利用分野】

表面に絶縁膜を備えた基板上に積層膜を形成する成膜方法、成膜装置、並びに

その成膜方法よって形成される積層膜に関するもの。

【発明の内容】

絶縁膜上に中間層を介して金属膜を形成する場合に、その密着性を改善するこ

とができる成膜方法及び成膜装置並びに積層膜を提供することであり、基板３

の表面の絶縁膜１上に、金属と酸化物とを含む複合層である中間層５を介して

金属膜７を積層して、積層膜９を形成するものであり、そのために、基板３に

対して、超臨界流体と複合層５中の金属となる原料と複合層５中の酸化物とな

る原料とを供給して、複合層５の超臨界成膜を行うとともに、超臨界成膜を行

う際には、複合層５中の酸化物となる原料に対する複合層５中の金属となる原

料の供給比率を、連続的又はステップ状に、膜厚の増加に伴って増加させる。
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